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まえがき
近年の情報化社会を支える重要なデバイスとしてDDD (HardDiskDrive)がある｡ HDD
は成熟した大きな産業の一つであるが､年々発展している先端技術に支えられて成長し続
けている｡先端産業はアメリカがリードしているものが多いが､ HDDもご多分に漏れずア
メリカが約8割のシェアを占め､ついで日本が残りの2割近くを占めている｡今後もHDD
の普及は従来のパーソナルコンピュータ､遠隔医療システム､知的支援ロボット､動画モ
バイル機器に加えて､映像機器分野の需要が大幅に期待される｡更には国の将来計画であ
る高度道路交通システム(ITS)に於いて莫大な需要も見込まれている｡これ等いずれの電気
機器もエネルギーの利用を伴うため､エネルギー消費の高効率化が求められている｡この
要求に応えるためにはHDDの高密度化が不可欠であり､そのための基盤技術の開発が日夜
続けられている｡
一方､トンネル磁気抵抗効果は代表者らの報告が端緒となり研究が進展して､電子の持
つスピンと電荷の双方に着目し､最新の加工技術を用いて両者の機能を最大限に引き出そ
うとする新しい研究領域に発展している｡この研究領域はスピンエレクトロニクスと呼ば
れ､従来の磁性分野に加えて､磁性の親戚程度に考えられていた磁性半導体分野をも巻き
込んで､ ｢金属系のスピンエレクトロニクス｣､ ｢磁性半導体のスピンエレクトロニクス｣な
どと呼ばれている｡これらの研究は世界中で物理から工学に至る幅広い分野の研究者から
興味を持たれているところであるが､真にスピンエレクトロニクスと呼ばれるにふさわし
いものはMRAM (Magnetic RandomAccess Memory)とRead Head (再生-ツド)の二つで
はないだろうか?代表者はNEDO (新エネルギー･産業技術開発機構)の助成を受け平成
10年度から3年間の予定で｢超高密度情報ストレージコンポーネント｣なるプロジェクト
を発足させた｡そこでの我々のグループの担当はTMR (Tunnel Magnetoresistive)-ツド
の開発であった｡従って､ NEDOのプロジェクトと2年間オーバーラップして本プロジェ
クト｢ハイブリッド磁性体の微細化プロセスとトンネル再生磁気-ツドの作製｣を遂行で
きた｡更に､本プロジェクトがスタートした直後に文部省の科学研究費の補助金として地
域連携推進研究費の公募が行われ､ ｢スピントンネル再生磁気-ツドの開発｣認められ､本
プロジェクトと同じ平成1 1-1 3年度に同様の研究を平行して行うことができた｡本報
告はこれらのアクティビティーを纏めたものである｡この成果は再生磁気-ツドの開発の
みならず現在世界的にすすめられているMRAMの開発研究にも非常に役立つと期待でき
る｡
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ピン分極率測定
6.遠藤剛贋,久保田均,加藤宏朗,宮崎照宣, co2MnZ(Z-AトSi,Ga-Ge)ホイスラー合金の磁
気抵抗効果
(2000*12月7-8日)
7.矢尾板和也,上候誠,新関智彦,山本直志,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣,プラズマ酸化
法による低抵抗強磁性トンネル接合の作製
8.林将光,安藤康夫,久保田均,宮崎照宣,強磁性トンネル接合のスピン依存局所伝導特性
9.村井純一郎,安藤康夫,大坊忠臣,矢尾板和也,宮崎照宣,異なる酸化条件により作製した
強磁性トンネル接合のマグノン非弾性励起
10.大兼幹彦,安藤康夫,宮崎照宣,トンネル分光法によるCo75Fe25のスピン分極率測定
ll. T.Siripongsakul,大兼幹彦,村井純一郎, AndrewC.C.Yu,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣,
ChangkyungKim, OhsungSong,二重強磁性トンネル接合のクーロンプロツケイドと磁気抵
(6)
抗効果
12.新関智彦,安藤康夫,久保田均,宮崎照宣,電子線リソグラフイを用いた強磁性体単電子ト
ランジスタの作製
13.大坊忠臣,大兼幹彦,安藤康夫, ChangkyungKim, OhsungSong,宮崎照宣,中間層にAlを
用いた二重トンネル接合の伝導特性
14.水上成美,安藤康夫,宮崎照宣,非磁性金属PM)/80NiFe爪M薄膜における磁気緩和
(2001年12月6-7日)
15.劉智亨,林将光,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣,スバッタ法によるSi基板上のTMR素子
用バファー膜の高配向成長
16.大兼幹彦,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣, Al/Aトoxide/CoFe接合の伝導特性に対するAl膜
質の影響
17.林将光,安藤康夫,大兼幹彦,久保田均,宮崎照宣,強磁性トンネル接合の絶縁層の初期酸
化過程
18.失尾板和也,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣, TMR素子における極薄Alプラズマ酸化膜の
特性
19.井浦聡則,久保田均,
20.望月直樹,久保田均,
クトル測定
21.中村洋明,安藤康夫,
22.上田幸生,久保田均,
23.新関智彦,久保田均,
ンジスタの作製
24.大坊忠臣,大兼幹彦,
安藤康夫,
安藤康夫,
久保田均,
安藤康夫,
安藤康夫,
久保田均,
宮崎照宣,
宮崎照宣,
宮崎照宣,
宮崎照宣,
宮崎照宣,
安藤康夫,
様々な酸化法で作製した強磁性トンネル接合
強磁性トンネル接合における広帯域ノイズスペ
TMR素子における高速磁化反転の測定
Ni80Fe20薄膜の反応性イオンエッチング
電子線リソグラフイを用いた強磁性単電子トラ
宮崎照宣,強磁性体//超伝導体//強磁性体二重
トンネル接合の伝導特性
･日本応用磁気学会(The Nagnetics Society of Japan)
(1999年10月5-8日)
1. X. F. Ham, J. Mural, N. Tezuka, H. Kubota, Y. Ando, T. Miyazaki, Characterization of the barrier layer
in All_xCox/(AllーXCox-oxide〉/Al tunnel junctions
2.上候誠,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣,極薄Alプラズマ酸化膜を用いた強磁性トンネル接
合の磁気抵抗効果
3.久保田均,大塚茂樹,上候誠, C.C.Yu,手束展規,安藤康夫,宮崎照宣, NiFe/Co/AIO/Co合
におけるTMRのプラズマ酸化時間およびAl膜厚依存性
4.大坊忠臣,手束展規,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣, Ni80Fe20/ConV P-Ta,Al)/All0Xide/Co
接合における磁気抵抗効果
5. X. F. Ham, M. Oogane, T. Miyazaki, Large anisotropic magnetoresistance in Ce3Fe29-xTx (T=V and
Cr)
6.安藤康夫,亀田博史,久保田均,宮崎照宣,強磁性トンネル接合用Al酸化膜の局所伝導
7.久保田均,福本能之, S.Thamrongsing,安藤康夫,宮崎照宣, coナノ微粒子を含むトンネル
接合のTMRとクーロンプロツケ-ド
8.水上成美,安藤康夫,宮崎照宣, Ni80Fe20薄膜における強磁性磁性共鳴線幅の下地層依存性
9.村井純一郎,安藤康夫,上僚誠,久保田均,宮崎照宣,スピンバルブ型トンネル接合のマグ
ノン非弾性励起
(7)
10.中塩栄治,菅原淳一,尾上精二,熊谷静似, Ni一e/Core/A1-oxide/CoFe接合の磁気抵抗効果
ll.菅原淳一,中塩栄治,尾上精二熊谷静似,強磁性トンネル接合の磁場中熱処理効果
(2000年9月12-15日)
12.村井純一郎,安藤康夫,大坊忠臣,夫尾板和也,宮崎照宣,異なる酸化条件により作製した
TMR素子のIETS
13.林将光,安藤康夫,久保田均,宮崎照宣,強磁性トンネル接合のスピン依存局所伝導特性
14. X. F. Ham, T. Daobou, K･ Yaoita, Y･ Ando, H･ Kubota, T･ Miyazaki･ Fabricationand magnetoelectrc
properties of h igh-magnetoresistance tunnel j unctions
15.矢尾板和也,上候誠,新関智彦,山本直志,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣,プラズマ酸化
法による低抵抗強磁性トンネル接合の作製
16･ T･ Siripongsakul, M･ Oogane, J･ Murai, Andrew c･ C･ Yu, H･ Kubota, Y･ Ando, T･ Miyazaki･ Transport
properties in ferromagnetic double barrierJunCtions
17.大坊忠臣,大兼幹彦,安藤康夫, ChangkyungKim,OhsungSong宮崎照宣,中間層にAlを用
いた二重トンネル接合の磁気抵抗効果
18. Andrew C. C. Yu, X. F. Ham, Y. Ando, K･ Yaoita, T･ Miyazaki, TI J･ Konno, K･ Hiraga, Structure and
magnetoresistance of IrMn exchange-biased j unctions
19.水上成美,安藤康夫,宮崎照宣, Nis｡Fe20薄膜における磁気緩和
20.菅原淳一,中塩栄治,熊谷静似,本多順一,租田義人,宮崎照宣･ ICP酸化法による強磁性
トンネル接合の作製
21.中塩栄治,菅原淳一,熊谷静似,本多順一,池田義人,宮崎照宣, Spin-valvelikeトンネル接
合における下地電極厚依存性
(2001年9月25-28日)
22.大兼幹彦,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣,トンネル分光法を用いたスピン分極率測定
23.林将光,安藤康夫,大兼幹彦,久保田均,宮崎照宣,強磁性トンネル接合における絶縁層の
酸化過程
24.矢尾板和也,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣, TMR素子における極薄Alプラズマ酸化膜の
特性
25.井浦聡則,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣,様々な酸化方法で作製した強磁性トンネル接合
26.大坊忠臣,大兼幹彦,久保田均,安藤康夫,宮崎照宣,中間層を超伝導体とする二重トンネ
ル接合の磁気抵抗効果
27. Andrew C. C.帆, Chester Lo, Amanda Petfbrd-Long'David Jiles, T･ Miyazaki･ Direct obseⅣation of
magnetization reversal process in NiFe/All0/Co trilayer films uslng Lorents transmission electron
microscopy and magnetic forcemicroscopy
28.中塩栄治,菅原淳一,尾上精二,熊谷静似, AndrewC･C･肌,極薄Cu層を介した交換結合
を用いた磁気トンネル素子の安定化
29. H. Kubota, Y. Ando, T. Miyazaki, Magnetoresistance measurement fわr ultra small TMRjunctions
uslng COnductive AFM
30.安藤康夫,林将光,久保田均,宮崎照宣,強磁性トンネル接合の絶縁障壁とスピン依存伝導
l卜2.国際会議(Lnternational Conference)
1. T. Miyazaki, Local Transport Properties in Ferro/A1-0 junctions and Tunnel Magnetoresistance Effect
in Ferro/AI10/Ferro and Triple Insulating Junctions, Workshop on Superlattices and Microstructures,
(8)
Cancun, Mexico, 8/27-29/1 999.
2･ T･ Miyazaki, Tunnel magnetoresistance effect inmicrostructured Ferro/AI10Xide/Ferro Junctions, 3rd
lntemationaI Symposium on Electrochemical Technology Applications in Electronics, Hawaii, USA,
10/1 7-22/1999.
3l T･ Miyazaki, Recent DevelopmentinTMR Effect, Seminar at Samsung Advance Institute for Techno1-
ogy, Seoul, Korea, 1 1/2/1999.
4･ Y Ando, H. Kameda, H. Kubota and T. Miyazaki, LOCAL TRANSPORT PROPERTY ON FERRO-
MAGNETIC TUTWEL JUNCTIONS MEASURED BY CONDUCTrNG AFM, The Fony-Fourth An-
nual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Sam lose, USA, 1 1/1 5-1 8/1999.
5. Y. Ando, J. Mural, X. F. Ham, H. Kubota and T. Miyazaki, rNVESTIGATION OF THE rNELASTIC
ELECTRON TUWELING SPECTROSCOPY FOR FERROMAGNETIC TUNNELING JUNCTIONS,
The Forty-Fourth Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, San lose, USA, I 1/1 5-
18/1999.
6. H. Kubota, Y Fukumoto, S. Thamrongsin, Y Ando and T. Miyazaki, ENHANCEMENT OF TMR IN
FERRO/GRANULARJFERRO TUTWEL JUNCTION RELATED TO THE COULOMB BLOCKADE
EFFECT, The Forty-Fourth Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Sam lose, USA,
11/15-18/1999.
7. H. Kubota, T. 1kari, Y. Ando, H. Kato and T. Miyazaki, EFFECTOF PARTICLE SIZE ON THE MAGI
NETIZAT10N PROCESS IN LITHOGRAPHIC ARRAYS ofNd2Fe14B, The Forty-Fourth Annual Con-
ference on Magnetism and Magnetic Materials, San Jose, USA, I 1/15118/1999.
8. T. Miyazaki, Development of Tunnel Magnetoreisistance Effect in Ferro/Insulator/Ferro Junctions,
htemational Symposium on Nanoscale Magnetism and Transport, Sendai, Japan, 3/8- 1 0/2000.
9･ X･ F･ Ham, T･ Daibou, M･ Kamijo, KI Yaoita, H･ Kubota, Y･ Ando and T･ Miyazaki, Effect ofAnnealing
on Low-Resistance Tunnel Junctions with Co75Fe25 Ferromagnetic Electrodes, Intenlational Sympo-
sium on Nanoscale Magnetism and Transport, Sendai, Japan, 3/8- 1 0/2000.
10. H. Kubota, M･ Kamijo, K･ Yaoita, XI F･ Ham, C･ C･ Yu, Y. Ando and T. Miyazaki, Development of High
Conductance Tunnel Junction for Magnetic devices Using Co75Fe25 AIloy, International Symposium on
Nanoscale Magnetism and Transport, Sendai, Japan, 3/8- 1 0/2000.
1 1･ Y･ Ando, M･ Hayashi, M･ Kamijo, Ii･ Kubota and T･ Miyazaki, Annealing Effect ofLocal Transport
Properties and Tunnel Magnetoresistance Effect, International Symposium on Nanoscale Magnetism
and Transport, Sendai, Japan, 3/8-10/2000.
12. J. Mural, Y. Ando, H. Kubota and T. Miyazaki, Magnon Excitation at the Interface ofCoFe/A1-oxide/
CoFe Junctions, Intemational Symposium on Nanoscale Magnetism and Transport, Sendai, Japan, 3/8-
10/2000.
13. H. Kyung, C･ K･ Kin, 0･ Song, Y Ando, H･ Kubota and T. Miyazaki, Magnetostructural Evolution of
Tunneling Magnetoresistive Junctions, Intemational Symposium on Nanoscale Magnetism and Trans-
port, Sendai, Japan, 3/8-1 0/2000･
1 4. C. C. Yu and T. Miyazaki, Microstructural and Magnetization Reversal Characterization ofNiFe/Co/Al
oxide/NiFe and Co/NiFe/A1-oxide/NiFe Junction Films, Intemational Symposium on Nanoscale Mag-
netism and Transport, Sendai, Japan, 3/8- 1 0/2000.
15. S. Mizukami, Y. Ando and T. MiyaEaki, The Study on Ferromagnetic Resonance Linewidth for 80NiFe
Thin Filmss, Intemational Symposium on Nanoscale Magnetism and Transport, Sendai, Japan, 3/8- 1 0/
2000.
16. H. Kubota, M. Kamijo, K. Yaoita, X. F. Ham, C. C. Yu, Y. Ando, and T. Miyazaki, Fabrication of high
(9)
Conductance tunnel junction f♭r magnetic devices using Co75Fe25 alloy, Symposium on Spin-Elec-
tronics, Max-Plank-lnstitutefuer Mikrosturukturphysik, HaHe, Germany, 7/4/2000 A
1 7･ T･ Miyazaki, Development ofTunneI Magnetoresistance Effect in Ferronnsulator/Ferro Junctions･ ln-
temational Conference of Magnetism, Recifb, Brazil, 8/6-1 1/2000･
1 8･ S･ Mizukami, Y･ Ando and T･ Miyazaki, FERROMAGNETIC RESONANCE UNEWIDTH FOR NM/
80NiFe爪M FILMS PM-Cu, Ta, Pd AND Pt), lntemational Conference on Magnetism 2000, Recife,
Brazil, 8/6-I 1/2000.
19. J. Mural, Y. Ando and T･ Miyazaki, MAGNON EXCITAT10N OF Cope/AI10XIDE/Cope FERRO-
MAGNETIC TUNNEL JUNCTIONS, lntemational Conference on Magnetism 2000, Recife, Brazil, 8/
6-ll/2000.
20. Y. Ando. M. Ilayashi, M. Kamijo, H. Kubota and T･ Miyazaki, LOCAL TRANSPORT PROPERTIES
oF FERROMAGNETIC TUNNEL JUNCTIONS, IntemationaI Conference on Magnetism 2000, Recife,
Brazil, 8/6-I 1/2000.
21. S. Mizukami, Y. Ando and T･ Miyazaki, Ferromagnetic resonance linewidth for NM/80NiFe爪M films
叩M-Cu, Ta, Pd and Pt), 16th Intemational Colloquium on Magnetic Films and Surfaces, Natal, Brazil,
8/13-I 8/2000.
22. Y･ Ando, M･ Ilayashi, XI F･ Man, Ill Kubota and T･ Miyazaki, Barrier characterization offerromagnetic
tunnel junctions using by conductive atomic force microscope, 1 6th tntemationaI Colloqumm on Mag-
netic Films and Surfaces, Natal, Brazil, 8/1 3-18/2000.
23. Y. Ando, J. Murai, T. Daibou, K. Yaoita, H. F. Ham and T. Miyazaki, Direct observation ormagnon-
inelastic-excitations in CoFe/Al-oxide/CoFeferromagnetic tunnelingJunCtions, 1 6th International Col-
loqulum On Magnetic FHms and Surfaces, Natal, Brazil, 8/1311 8/2000･
24. Y. Ando, Approach to Low-resistance and High-magnetoresistanceD IContributions from Local Current
channels to TMR, tnternationat Symposium on Recent Development for the Study of Ferromagnetic
Tunnel Junctions, Sendai, Japan, 8/23/2000･
25･ T･ Miyazaki, Development of Tunnel Magnetoresistance Effect in Ferro/Insulator/Ferro Junctions, In-
ternationaI Conference on Magnetic Materials, Calcuta, India, I 0/1 7- 1 9/2000･
26. Y･ Ando, Recent Development for Ferromagnetic Tunnel Junctions, 2md Workshop for 2lC Frontier
Project, Seoul, Korea, 1 1/2/2000･
27. H. F. Ham, W. Y. Lai, T. Miyazaki, J. Q. Wang and C. J. 0'Connor, A SelflConsistent Calculation of
lntrinsic Magnetoelectric Properties in Magnetic Tunnel Junctions, Intemational Symposium on Phys-
ics of Magnetic Materials, Taipei, Taiwan, 5/13-16/2001 ･
28. Y･ Ando, M･ Hayashi, K･ Yaoita, S･ Iura, H･ Kubota and T･ Miyazaki, Growth Mechanism of Thin
lnsulating Layer in Fe汀Omagnetic Tunnel Junctions Analyzed by Conducting AFM Method, lnterna-
tional Symposium on Physics of Magnetic Materials, Taipei, Taiwan, 5/1 3-I 6/2001 ･
29. S, Mizukami, Y.Ando and T. Miyazaki, Magnetic Relaxation ofNormal-Metal(NM)/80NiFe/NM Films,
International Symposium on Physics of Magnetic Materials, Taipei, Taiwan, 5/1 3-16/2001 A
30. Andrew C･ C･ Yu and T･ Miyazaki, Magnetoresistive Characteristics ofTunneI Junctionswith Different
Aspect Ratios and Junction Areas, 4th lntemational Symposium on Metallic Multilayers, Aachen, Ger-
many, 6/24-29/200 1 ･
31. Andrew C. C. Yu, X, F. Ham, J. Murai, Y･ Ando, T･ Miyazaki and K･ Hiraga, Microstructural and Mag-
netic Characteristics of trMn Exchange-Biased Tunnel Junctions, 4th Intemational Symposium on Me-
taltic Multilayers, Aachen, Germany, 6/24129/200 1 ･
32. H. Kubota, H. BrQckel, G. Reiss, G Gieres, J. Wecker, Switching of Sub-pm MTJs Probed by Conduct-
(10)
ing AFM, 4th lnterunational Symposium on Metallic Multilayers, Aachen, Gemany, 6/24-29/2001.
33･ Y･ Ando, S･ Mizukamiand T. Miyazaki, Magnetic Relaxation ofNormal-Metal(NM)/80NiFe/NM Films,
4th lntemational Symposium on Metallic Multilayers, Aachen, Gemany, 6/24-29/200 I.
34･ Y･ Ando, M･ Hayashi, K. Yaoita, S. Iura, lL Kubota and T. Miyazaki, Growth Mechanism of Thin
Insulating Layer in Ferromagnetic Tunnel Junctions Analyzed by Conducting AFM Method, 4th lnter-
national Symposium on Metallic Multilayers, Aachen, Gemany, 6/24-29/2001.
35･ Y･ Ando, T･ Siripongsakul, Andrew C･ C. Yu, H. Kubota, T. Miyazaki, C. Kim and 0. Song, Spin
Dependent Transport PropertiesinFerromagnetic Double Barrier Junctions, 4th Intemational SympoI
sium on Metamc Multilayers, Aachen, Germany, 6/24-29/2001.
36. Y. Ando, M. Hayashi, S. Iura, K. Yaoita, H. Kubota, T. Miyazaki, Growth Mechanism of Thin Insulat-
ing Layer in Ferromagnetic Tunnel Junctions Prepared by Various Oxidation Methods, 1 7th lntema-
tional CoHoqulum On Magnetic Films and Surfaces, Kyoto, Japan, 3/4-8/2002.
37･ A･C･C･ Yu, H･ Rondo, X･ F･ Ham, J･ Murai, T･ Miyazaki, K. Hiraga, Neel Couplillg and Exchange
Biasing Characteristics in Patterned Magnetic Tunnel Junctions, 1 7th International Colloqulum On
Magnetic Films and Surfaces, Kyoto, Japan, 3/418/2002.
38･ J･ II Yu, M･ Hayashi, H･ Kubota, Y･ Ando, T･ Miyazaki, Epitaxial growth ofAg/Cu thin films on Si
substrate f♭r magnetic tunnel junctions, 17th lntemational Colloqulum On Magnetic Films and Sur-
faces, Kyoto, Japan, 3/418/2002.
39･ SI Mizukami, Y･ Ando, T･ Miyazaki, Effect of spin difnlSion on Gilbert damping for a very thin Ni80Fe20
1ayerinC山Ni80Fe20/Cu/Pt films, 1 7th lntemational Colloqulum On Magnetic Films and Surfaces, Kyoto,
Japan, 3/4-8/2002.
40･ H･ Kubota, Y･ Ando, T･ Miyazaki, G･ Reiss, HI Brukl, W･ Schepper, J. Wecker, G. Gieres, Tunne) Mag-
netoresistance Measurement for Ultra-Small Junctions using Conductive Atomic Force Microscopy,
17th Tntemational CoIIoqulum On Magnetic Films and Surfaces, Kyoto, Japan, 3/4-8/2002.
4l ･ MI Hayashi, Y･ Ando, M･ Oogane, H･ Kubota, T･ Miyazaki, STM Observation of Growth Progress and
Surface Structures of Insulating Film in Magnetic Tunnel Junctions, 1 7th International Colloqulum On
Magnetic Films and Surfaces, Kyoto, Japan, 3/418/2002.
1ト3.研究会,報告会(Local meeting, Report talk)
1.宮崎照宣,安藤康夫,久保田均,スピンバルブタイプTMRを利用した高感度再生-ツド素
子の作製, sRC技術報告会,湯河原厚生年金会館, 1999年5月28日
2.安藤康夫,亀田博史,久保田均,宮崎照宣,強磁性トンネル接合用Al酸化膜の局所伝導,文
部省重点領域研究｢微小領域の磁性と伝導｣研究会,慶応大学理工学部, 1999年6月17118
日
3.久保田均,福本能之,シリボンサクンタムロンシン,安藤康夫,宮崎照宣, F/グラニュラー/
Fトンネル接合におけるクーロンプロツケ-ドと磁気抵抗効果,文部省重点領域研究｢微小
領域の磁性と伝導｣研究会,慶応大学理工学部, 1999年6月17-18日
4.宮崎照宣,スピン(エレク)トロニクスの技術の概念,第1回スピンエレクトロニクス技術
企画委員会,新機能素子研究開発協会, 1999年7月14日
5.宮崎照宣,安藤康夫,久保田均,スピントンネル磁気抵抗効果-ツドの開発,地域コンソー
シアム研究開発事業推進委員会,仙台, 1999年7月22日
6.宮崎照宣,トンネル磁気抵抗効果研究の現状と展望,日本真空協会,機械振興会館, 1999年
11月10日
(川
7.宮崎照宣,トンネル磁気抵抗効果に関する最近の研究,日本応用磁気学会,機械振興会館,
1999年11月26日
8.宮崎照宣,安藤康夫,久保田均,スピンバルブタイプTMRを利用した高感度再生-ツド素
子の作製, sRC技術報告会,湯河原厚生年金会館, 1999年11月26日
9.宮崎照宣,安藤康夫,久保田均,スピントンネル磁気抵抗効果-ツドの開発,地域コンソー
シアム研究開発事業推進委員会,仙台, 1999年11月29日
10.宮崎照宣, GMR･TMRの実験結果の解析法と最近の研究の進展,日本応用磁気学会,商工
会館, 1999年12月3日
ll.安藤康夫,林将光,久保田均,宮崎照宣, TMR素子の局所伝導特性と磁気抵抗効果,第40
回磁性多層膜の新しい機能専門研究会,日本大学, 2001年1月21日
12.宮崎照宣,強磁性トンネル接合のTMR効果研究の進展と展望,文部省科学研究費特定領域
研究｢スピン制御半導体｣シンポジウム,東京大学生研, 2000年1月28日
13.宮崎照宣,TMR効果研究の進展と展望,ソニーテクノロジーセンターセミナー,多賀城,2000
年2月21日
14.宮崎照宣,安藤康夫,久保田均,スピントンネル磁気抵抗効果-ツドの開発,地域コンソー
シアム研究開発事業推進委員会,仙台, 2000年3月14日
15.宮崎照宣,安藤康夫,久保田均,スピンバルブタイプTMRを利用した高感度再生-ツド素
子の作製, sRC技術報告会,湯河原厚生年金会館, 2000年5月26日
16.宮崎照宣,安藤康夫,久保田均,スピントンネル磁気抵抗効果-ツドの開発,地域コンソー
シアム研究開発事業推進委員会,仙台, 2000年7月19日
17.宮崎照宣,強磁性トンネル磁気抵抗効果研究の進展,新機能素子シンポジウム,経団連会館,
2000年10月5日
18.宮崎照宣,安藤康夫,久保田均,スピントンネル磁気抵抗効果-ツドの開発,地域コンソー
シアム研究開発事業推進委員会,仙台, 2000年11月14日
19.宮崎照宣, TMR効果と材料系のレビュー,日本応用磁気学会116回研究会,機械振興会館,
2000年11月17日
20.宮崎照宣,トンネル現象の応用に向けて,第15回｢大学と科学｣公開シンポジウム,大阪･
千里ライフサイエンスセンター, 2000年11月22日-23日
21.宮崎照宣,安藤康夫,久保田均,スピンバルブタイプTMRを利用した高感度再生-ツド素
子の作製, sRC技術報告会,湯河原厚生年金会館, 2000年12月1日
22.宮崎照宣,安藤康夫,久保田均,スピントンネル磁気抵抗効果-ツドの開発,地域コンソー
シアム研究開発事業推進委員会,仙台, 2001年2月22日
23.安藤康夫,テラビット開発に向けたTMRの要件と課題,情報ストレージ技術専門委員会,電
子情報技術産業協会, 2001年7月31日
24.安藤康夫,林将光,久保田均,宮崎照宣,強磁性トンネル接合の絶縁障壁とスピン依存伝導,
第45回日本学術会議材料研究連合講演会,日本学術会議, 2001年9月18日
25.宮崎照宣, TMRを用いたスピンエレクトロニクスとは?,日本応用磁気学会第121回研究
会,機械振興会館, 2001年10月23日
26.安藤康夫,林将光,中村洋明,井浦聡則,水上成美,久保田均,宮崎照宣,強磁性トンネル
接合の絶縁障壁と高速スイッチング特性,日本応用磁気学会第121回研究会,機械振興会館,
2001年10月23日
27.久保田均,安藤康夫,宮崎照宣, Tunnel magnetoresistance measurement for ultra smalljunctions
using conductive atomic fわrce microscopy,第2回戦略的基礎研究推進事業シンポジウム,コク
ヨホール, 2001年10月25日
(12)
発表論文(Paper)
TOUR ： Tohoku University Repository 
コメント・シート 
 
本報告書収録の学術雑誌等発表論文は本ファイルに登録しておりません。なお、このうち東北大学
在籍の研究者の論文で、かつ、出版社等から著作権の許諾が得られた論文は、個別に TOURに登録
しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUR 
http://ir.library.tohoku.ac.jp/ 
 
